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Прибор предназначен для определения расположения выводов коллектора, базы и
эмиттера биполярных транзисторов малой, средней и большой мощности; определения
его структуры; измерения коэффициента передачи по току в схеме с общим эмиттером
h21Э.

Для полевых транзисторов с изолированным затвором со встроенным и
индуцированным каналом, прибор позволяет определять расположение выводов (сток,
исток, затвор) и тип проводимости канала.

Конструктивное решение прибора позволяет дополнительно, использовать его как
вольтметр постоянного тока с выводом информации на два ЖК-дисплея.

Следует отметить, что в литературе встречаются описания приборов подобного типа
для аналогичных целей, однако их конструктивное исполнение намного сложнее,
схемное решение включает большее количество ЭРЭ. Достоинствами разработанного
прибора являются: небольшие его габариты, благодаря использованию соответствующей
современной элементной базы, питание от аккумулятора, что делает прибор удобным
при эксплуатации.
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Высокочастотные микроэлектромеханические системы (ВЧ МЭМС)
предназначенные для модуляции, переключения, фильтрации или подстройки
электрических сигналов в диапазоне от постоянного тока до тока микроволнового
диапазона. ВЧ МЭМС обладают значительной шириной рабочей полосы, отличной
линейностью, высокой добротностью и помехозащищенностью. При этом они достаточно
просты в управлении и чрезвычайно маломощны. Несмотря на эти достоинства,
ВЧ МЭМС до сих пор не используются широко в промышленном производстве, например,
для создания устройств памяти, так как не решены вопросы по созданию надежных
исполнительных элементов, монтажу и степени интеграции. Современное производство
предполагает создание элементов ВЧ МЭМС на одном кристалле с управляющей и/или
измерительными схемами с применением технологического оборудования предприятий
микроэлектроники.

Нами предложена технология плазмохимического травления нитрида титана и
диоксида кремния в одном технологическом цикле для создания исполнительного
элемента МЭМС, используя фоторезистивную маску. Процесс травления осуществлялся
с применением источника индуктивно связанной плазмы ВЧИ (высокочастотного
индукционного) разряда. Технологический маршрут включает анизотропное травление
нитрида титана в смеси рабочих газов CF4 (82%)+Ar (18%) при давлении 10 мТорр,
мощности ВЧ смещения — до 150 Вт, а также изотропное травление SiO2, которое
проводиться в смеси рабочих газов CF4(80%)+Ar(12%)+О2(8%) при давлении 20 мТорр,
но с уменьшением интенсивности ионной бомбардировки посредством снижения
мощности ВЧ смещение до 50 Вт.

Предложенные режимы работы обеспечивают анизотропное травление нитрида
титана с последующим изотропным удалением диоксида кремния, что позволяет
воспроизводимо формировать кантиливер исполнительного устройства МЭМС.




